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摘要(译)

降低功耗并抑制液晶显示装置的显示劣化。抑制由温度等外部因素引起
的显示劣化。使用氧化物半导体层形成沟道形成区的晶体管用于设置在
每个像素中的晶体管。注意，通过使用高纯度氧化物半导体层，室温下
晶体管的截止电流可以是10aA /μm或更小，并且85℃下的截止电流可以
是100aA /μm或者减。因此，可以降低液晶显示装置的功耗，并且可以
抑制显示劣化。此外，如上所述，晶体管在高达85℃的温度下的截止电
流可以是100aA /μm或更小。因此，可以抑制由于诸如温度的外部因素
导致的液晶显示装置的显示劣化。
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